[bookmark: _GoBack]TMR电流传感器
[bookmark: _Toc169791164]测试内容
测试对象：TMR电流传感器包含聚磁环、TMR元件、内置发大电路。
测试指标：
表 1‑1TMR电流传感器测试指标
	序号
	指标名称

	1
	噪声



[bookmark: _Toc169791165]测试设备及环境
测试用标准大气条件：
a) 实验室环境温度：+15℃～＋35℃；
b) 相对湿度：25%～75%；
c) 大气压力：86kPa~106kPa。
[bookmark: _Toc193999742]测试设备
参考设备：精密可调电流源、示波器、电流监视器（罗氏线圈或者电流探头）、数字采集卡、上位机、磁屏蔽装置。
[bookmark: _Toc193999743]测试结构图
噪音测试系统采用磁屏蔽法，并由磁屏蔽装置（磁屏蔽室）、磁场复现系统（恒电流源与亥姆霍兹线圈）、恒电流源、直流恒压源、数字采集卡及上位机组成，如图 1-1。该系统可在其工作区内产生匀强磁场（磁场强度0.1mT级、范围mT级），通过调节恒电流源可改变线圈工作电流，从而改变输出磁场强度，传感器测试时放置在磁场复现系统工作区的中心，TMR电流传感器的磁敏感方向和磁场方向一致。噪音数据通过数字采集卡和上位机读取样品输出信号。
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[bookmark: _Ref1511]图 1-1TMR电流传感器噪音测试系统示意图
[bookmark: _Toc193999744]测试依据及方法
（1） 指标4.3：电阻噪音
参照JJF（军工）221-2019中7.2.4给出的噪声测试方法，对器件的电阻噪音进行测试。
使用磁屏蔽装置屏蔽地磁场及环境磁场波动，提供测试所需的“零磁场”环境，对传感芯片的本底噪声进行测试。
TMR传感芯片在1 Hz下的本底电压噪声与灵敏度的比值即为本底噪声，单位为pT/Hz1/2，如下式：
	
	
	


式中，为1 Hz下测得的本底电压噪声，为磁传感芯片供电电压，为磁传感芯片灵敏度。
表 1-2电阻噪声测试
	频率f /Hz
	电压噪声Vn/(nV/Hz1/2)
	本底噪声Bn/(pT/Hz1/2)
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